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La nueva generación de RAM

Desde los inicios del proceso electrónico de datos, los descubrimientos realizados
en el área del magnetismo han impulsado espectaculares avances de rendimiento en
los sistemas de almacenamiento de datos. La primera integración de uniones
magnéticas de túnel (MTJ) con la tecnología normalizada de semiconductores
complementarios de óxido metálico (CMOS) se logró en el marco del proyecto
NEXT, cuyo objetivo era profundizar en estos avances.

ECONOMÍA DIGITAL

Cuando se usa un programa informático, la
memoria de acceso aleatorio (RAM) mantiene
accesible la aplicación y permite al usuario
tanto leer como grabar datos en memoria. No
obstante, la mayoría de la RAM basada en
semiconductores es volátil, es decir, que para
funcionar precisa energía constantemente. Si
se interrumpe el suministro eléctrico, los datos
albergados en ella se pierden. Por el contrario,
las MTJ son intrínsecamente inmunes a las
irregularidades en el suministro eléctrico.

Cuando se aplica en perpendicular a las dos capas de material ferromagnético que
constituyen una MTJ, la corriente atraviesa la capa aislante que las separa por un
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fenómeno cuántico puro: el efecto túnel. La alineación relativa de los campos
magnéticos de materiales magnéticos separados induce una corriente de resistencia
alta o baja. Esta diferencia de resistencia se identifica como un bit de información
guardado que puede conservarse cuando se interrumpe el suministro eléctrico.

La integración de CMOS con elementos de memoria magnética atrajo el interés de
los socios del proyecto NEXT porque este nuevo enfoque ofrece muchas ventajas.
La estructura compacta de las MTJ y, lo que es más importante, su alto nivel de
magnetorresistencia (que las hace compatibles con la detección de alta velocidad
mediante circuitos CMOS) puede conducir al planteamiento de diversas
posibilidades de arquitectura RAM. Los investigadores de la Comisión de la Energía
Atómica de Francia han conseguido superar un gran obstáculo para su utilización
empleando tecnología normalizada de CMOS de 0,35μm.

La escasa disponibilidad de equipamiento apto para su integración en CMOS los
llevó a abrir un camino de integración basado en el grabado por haz de iones (o IBE).
Esta sencilla técnica compatible con el vacío ofrece significativas ventajas en el
grabado de MTJ de tamaño inferior al micrómetro sobre sustratos de silicio de hasta
200mm de diámetro. Se ha demostrado que la técnica está lo suficientemente
avanzada para soportar el grabado preciso de pautas de alta resolución, si bien no
está madura para ofrecer la uniformidad necesaria en almacenamiento de datos
magnéticos.

Al mismo tiempo que se desarrollaban los primeros componentes de la memoria
magnética de acceso aleatorio (MRAM), se proponían ya estrategias de grabación
alternativas que llamaron la atención de inversores. Así se creó la startup Crocus
Technology, que pronto ofrecerá sus primeros prototipos.
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